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BDC 35 szilicium NPN planér epitaxialis RF teljesitmény tranzisztor

375 o g o Ajanlott alkalmazas
3 - . A BDC 35 nagyfrekvencias szilicium
é fl"'i"‘;‘ﬂ 105 teljesitmény tranzisztor alkalmas 27 MHz-ig
|_ teljesitmény erdsitdként. Javasoljuk
Meretek mm-ben | 2 ) CB-radiok végerdsitd fokozataban, illetve
: : rovidhulldma adok meghajté fokozatakeént.
¥ —r—} B
° L Barmely alkalmazastechnikai kérdésben
mox085 a MEV Félvezetd Agazat Fejlesztése
— készséggel all felhasznaléink rendelkezésére
, (Telefon: 692-800/2337). '
Tok: T0-126 (SOT-32)  Tomeg:kb.08g Schronk Laszl6
) {] L) . : . ] ]
MAXIMALIS HATARADATOK JELOLES BDC 35 EGYSEG
Kollektor -bazis fesziiltseg VcBo 60 v
Kollektor -emitter fesziltseg VCEQ 35 ‘ v
Emitter - bazis fesziiltség " Veeo - | 5 v
Kollektor egyen&ram x lc 1 A
Kollektor aram csucserteke lcM 2 A
. '
TELJES TELJESITMENYDISSZIPACIO
Tcase=25°C . Piot 6 W
Atmenet homerseklete | Tj 150 °C
Tarolasi homerseklet Ts - 55...+150 °C
HOELLENALLAS
atmenet es tok kdzdtt Rthjc | 10 Kiw
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o
?fmeAzTZ'SCJS JELLEMZOK JELOLES| BDC35  |EGYSEG
Kollektor-bazis visszaram
Veg =50V ICBO <100 nA
Emitter-bazis ¢isszdram
VEg=5V lEBO <100 nA
Kollektor -bazis letéresi feszﬁltség
lc =10mA  Ig =0 V(BR) CBO =60 v
Kollektor -emitter letéresi feszGItség
lc =10mA , Ig=0 V(BR) CEQ 235 v
Emitter-bazis letdresi fesziiltseg
e =10mA , IC=0 V(BR)EBO =5 v
Kollektor- emitter maradek feszﬁltségk
lc =500mA | Ig =50mA VCE sat <16 v
Egyenaramu (':rqmérc;slltési tenyezd
Veg=10V | Ig=1mA h21E =25
L. VCE=10V |, ¢ =150mA h21e >40
el
— :
?::ih:;ius JELLEMZOK JELOLES | BDC35  [EGYSEG
Transit frekvencia
Vcg=5V 1 I¢ =30mA
f =IOOMH z i1 200 MHz
Kollektor-bazis \kopocitc':s
Veg =10V | f=1MHz Ccao 10 pF
Kimeno fesziiltseg a mérakapcsolésban
Vec=9V 1 f=27MHz
L Vi=28V 1 Rin=Rgyt=500hm Vo 10 Y
SR |
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